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vorläufige technische Daten 

‚Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Marx” Erfurt 

Die Schaltkreise U 2364 D und U 2365 D sind maskenprogrammierte Festwertspeicher 
(ROM) in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie mit einer Speicherkapazität von 
65 536 bit. Der Zugriff erfolgt wahlfrei in der Organisationsform 8192 x B bit. 

Die ROM-Schaltkreise sind in 28poligen DIL-Plastgehäusen untergebracht. 
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Bild 1: Anschlußbelegung und Schaltungskurzzeichen U 2364 D
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Bild 2: Anschlußbelegung und Schaltungskurzzeichen U 2365 D 

Bezeichnung der Anschlüsse: 

AB ... A 12 Adreßleitungen 

DA ... D7 Datenleitungen ‘ 

L Bezugspotential 

Uoc Betriebsspannung 

TE; CS1; CS2 Chip-Aktivierungseingänge 

OE Datenausgang-Freigabe 

35 Adressenstrobe i 

NC , nicht angeschlossen 
(kann mit einer Spannung 
0 V-U-Vog belegt werden) 

B11ld 3: Gehäusssbaessungen
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Kurze ristik U 2364 D und U 2365 D 

— maskenprogramierte Festwertspeicher (ROM) ' mit einer Speicherkapazität 
von 65 536 bit in der Organisationsform 8192 x 8 bit 

— im Ruhezustand ' (standby) sinkt die Stromaufnahme auf ca. 30 %, 
die Ausgänge sind hochohmig} 

. = zur Erleichterung der Zusammenschaltung mehrerer Schaltkreise zu grüflinn 
Speicherkomplexen sind programmierbare CS-Eingänge vorgesehen; 

—- der U 2365 D hat zusätzlich die Möglichkeit, die Adressen in internen 
Latches zwischenzuspeichern. 

Funktionsbeschreibung 

Die Schaltkreise U 2364 D und U 2365 D sind maskenprogrammierte Festwert- > 
speicher (ROM) in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie mit einer Speicherkapazität 
von 65 536 bit. 
Der Zugriff erfolgt wahlfrei in der Organisationeform 8192 x 8 bit. Zur 
Auswahl des geforderten Datenbytes stehen 13 Adresseneingänge (A @ bis A 12) 
zur Verfügung. Die Aktivierung des Schaltkreises erfolgt mit dem Eingang CE. 
Im Ruhezustand (estandby, CE = U_.) sinkt die Stromaufnahme auf ca. 30 % des 
im ausgewählten Zustand crtordcäiohsn Wertes und die Ausgänge sind hochohmig. 
Bei CE = U, wird das Chip aktiviert. 
Zur Steue des Zustandes der Ausgänge ist weiterhin der Eingang ÖE vorhanden, 
Bei aktiviertem Chip werden bei OE = U Ld:l.e Ausgänge freigegeben. 
Zur Erleichterung der Zuumnlchnli:uné mehrerer Schaltkreise zu größeren Speicher- 
komplexen wurden programmierbare CS-Eingänge.(U 2364 D: CS 1, CS 2/U 2365 D: CS) vor- 
gesehen. Der Anwender kann vorgeben, bei welcher Belegung dieser Eingänge die Ausgänge 
aktiviert werden und somit direkt an diese Eingänge die höherwertigen Adressenleitungen 
anschließen. 

Es ergeben sich folgende liüzliuhhe.tten: 

U 2364 D - U 2365 D 
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Xx = Chip ist bei beliebiger Belegung der CS-Eingänge mit H- oder L-Pegel immer 
aktiviert. 

Falls das Chip durch. entsprechende Belegung der CS-Eingänge nicht aktiviert ist, 
sind die äl;lflnll hoohohmig. Dabei wird kein Ruhezustand eingenommen (im Gegen- 
satz zu . Z 

Der Schaltkreis U 2365 D hat weiterhin die Möglichkeit, die Adressen in internen 
Latches zwischenzuspeichern. Mit _dem Eingang A5S (adress strobe) wird die Daten- 
übernahme gesteuert, wobei' bei_ A5 = UII.. die Adressen übernommen werden und sofort 
auf die Ausgänge wirken. Bei ÄS = Ur - 8ind die Adresseneingänge vom Latoh ge- 
trennt. ‘ &



‚ Wird beim U 2365 D der ÄS statisch mit Ur, beschaltet, dann verhält sich der 
Schaltkreis wie ein U 2364 D, bei dem CS £ auf 0 - al:t:l.v programmiert ist. 
Es gilt dann Impulsdiagramm Bild 4. Die entsprechenden Zeiten für AS in den 
dynamischen Kennwerten entfa.llen 

‚Pin 1 kann mit. einer Spannung zwischen 0 V und U beschaltet werden. 
Die Eingänge der Schaltkreise sind mit 1ntegr:i.er€8n Gateschutzelementen ver- > 

sehen. Ausgangsseitig sind die Schaltkreise in der, Lage, zwei TTL-Lasten oder 
8 LS-TTL-Lasten zu treiben. 
Die Bestellung eines Bitmusters hat nach dem MME-Werkstandard FS 457.21 zu 
erfolgen. Das jeweilige Bitmuster wird durch eine dreistellige Kennzahl ge- 
kennzeichnet, die der Typbezeichnung anzufügen ist. Die Festleguns der Bit- ‘ 

msterkennsahl erfolgt durch den VEB MME. Bei der Schaltkreisbestellung ist 
die Bitmusterkernnzahl mit anzugeben. }
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f Anungen auf Un = O V bazogen) Greanzwerte — (Spennunge: ss 

Keannwert, Kurzzeichen min. max. Einheit 

Detriebaspannung U -0,5 7,0 ‚V, 

Fingangsspannung w =0,5 7,0 w 

Gesantverlustleistung Prot . 1,0 w 

Lagertemperatur 9 * 285 125 %c 

Lastkoparität . CM 5 NF 

Stetische Kennwerte (Spennungen auf Ug; = O V bezogen, ‘l?. =0 ... 70 °C) 

Keannwert Kurzzeichen min. Aax Einheit 

Betriebsapannung ucc 4,75 5,25 v 

Betriebstemparatur v’. o 70 %c 

Eingangsspennung High u„ 2,0 U +0,5 v 

Eingangsspannung Löw Ll„_ -0,5 (: -} v 

Eingengsstrom 11_ U; =5,25V 10 ; lul\ 

Ausgangsetrom ;I°| DE =High 10° yn 

Yr ‚ Ug "Ues 

U c 
Statische Stromaufnahme facı 14 Ur, 140 a 
aktiv v . 

"‘n. 

Statische Stromaufnahme UE U, .40 nA Stan0E Ke2 i 
e T A 

Ausgangespannung Low II°-|_ 1„‘‚_-3.2 w 0,4 v 

Ausgengespannung High 

Oynenjeche Kennwerte ” 

Kannwert Kurz- Meßbe- U 2364 D' 45/U 2365 0 45 U 2364 D 30/U 2365 0 30 Einhait 

zeichen dingung min. nax. min. nax 

Verzögerungszeit r 1) 450 300 na 
Adressen zu D HE 

Anatiegs- und Abfall- t,.ıt.. 10 10 un 
zeit der Eingangsaign, HML " 

Verzögerungszeit tevoy 1) 450 300 M % 
CS zu D 

Verzögerungszeit t 1) 450 300 n 
HL-Flanke DE zu‘D SE } S . 
Verzögerungszeit *oLOV 1) 120 100 n



v x 

Kennwert . Kurz- Maßbe- U 2364 D 45/U 2365 D 45 U 2364 D 30/U 2365 D 30 Einh. 
zeichen  dingung Ain. LIXB min _- max X 

Verzögerungszeit L 1) o 220 ; o 180 ns 
©S zu D hochohmig - N 
Verzögerungszeit LH- toynz 1) 0 ” 120 o 120 ns 
Flanke TE zu D 
hochohmig 

Verzögerungszeitf LH= _ 1) 0 120 \ o 120 ns 
Flanke DE zu DJ Or ü 
hochohmig ® “ 

TaxDx 1) o o n 

Bereitstellzeit Adres- Sa . 1) o o ‚n 
son vor HL-Flanke Z5 ML % 

Haltezeit Adressen t 1) 70 70 ns TI 
nach LH=Fleanke XS HA 

L-Impulsbreite X35 LE 1) 80 o ne 

Bereitstellzeit TE»L arrı 1) s0 80 n8 
vor HL-Flenke AB 

1) Lest: 2 TTL-L;.:nn + C_ = 100 pF 

Flankenanstiegs- und =sbfellzeit der Eingangssicnele: $ 20 ns 

Referenzpegel der Eingangesignale: Low = 1,0 V, High = 2,0 V ‘ 

Referenzpegel der Ausgengasipgnale: Low = 0,8 V, High = 2,0 V 

Indaxbezeichnung: = CS s 
C = DE ‘ 

0 = DE ” 

T = 35 

Bild 4: Impulsciagramm U 2364 D
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D Ausgang güktig 

weitere Zeiten wie U 2364 D 

Bild 5: Impulsdiagramm U 2365 D 

Dieses Datenblatt oibt keine Auskunft über Liefermöglichkeiten und enthält keine Verbindlichkeiten 
zur Produktion. üie gülticen Vertraegsunterlagen beim Bezuc der Bauelemente sind die Typenstandards. 
F"ll:htlvurb:lndl.!l:h ist jeweils die Auftragsbastätigung. 

- Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklüng vorbehalten Die Behandlungsvorschriften für 
MOS-Bauelemente. sind unbedingt einzuhalten, da andernfalls eine Reklamation nicht anerkannt wer- 
den kann. 
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